1. Объемные полупроводники 
Зависимость диэлектрической проницаемости прямозонных полупроводников от всестороннего давления 
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Изменение диэлектрической проницаемости полупроводников от всестороннего давления, и ее влияние на параметры примесных центров остаются не выясненными до настоящего времени. Известны исследования барической зависимости диэлектрической проницаемости в полупроводниках Ge, GaAs, полученные посредством измерения оптических констант [1].

В данной работе определена барическая зависимость диэлектрической  проницаемости χ в прямозонных полупроводниках n-ZnO, n-CdTe, n-InSb, n-InAs, n-CdSnAs2 и n-CdGeAs2, в диапазоне всестороннего давления (0÷1)GPa. Значения коэффициента (dχ/dP)/χ получены по результатам количественного анализа барических зависимостей кинетических коэффициентов: удельного сопротивления ρ(P) и коэффициента Холла RH(P), измеренных в аппаратах высокого давления.
При количественном анализе результатов эксперимента в n-ZnO использована одноуровневая модель, а в n-CdTe из-за усложненности примесного энергетического спектра использована четырехуровневая модель.  В n-InSb исходили из двухзонного приближения, а в n-InAs, n-CdSnAs2 и n-CdGeAs2 из трехзонной модели Кейна.
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На рисунке показана зависимость барического коэффициента диэлектрической постоянной (dχ/dP)/χ от относительного изменения ширины запрещенной зоны в исследованных полупроводниках, в диапазоне давлений P=0÷1GPa.
Результаты исследований показывают, что в прямозонных полупроводниках ZnO, CdTe, InSb, InAs, CdSnAs2 и CdGeAs2,  диэлектрическая постоянная убывает с ростом давления, причем коэффициент (dχ/dP)/χ возрастает с увеличением (dEg/dP)/Eg.
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